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Рис.1. Энергетические спектры («нормальная» геометрия) электронов,
отраженных от бериллия, имплантированного дейтерием дозой 5.51021 м-2

Упругие потери энергии (X (ψ)) – количество энергии, которое
теряется электроном в случае упругого рассеяния. Вычисляется с
помощью классических законов сохранения энергии и импульса:
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Рис.2. PLDF для C и Au. Начальная энергия – 5 кэВ; нормальное падение;
угол визирования – 145 град.

Рис.3. Вклад упругих рассеяний разной кратности в интенсивность пиков
упруго отраженных электронов для соединений HfO2 и TiO2. Пунктирная
линия - TiO2 и сплошная линия - HfO2 – вычисления по ОКГ методике.
Кружки - TiO2 и треугольники - HfO2 – МК моделирование [3].

Рис.4. Угловые распределения электронов, упруго отраженных от Hf.
Начальная энергия – 5 кэВ; нормальное падение; угол визирования – 145
град.
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Заключение
Решена граничная задача описания процесса формирования пиков упруго
отраженных электронов в энергетическом спектре на основе: ОКГ
методики [2], модифицированного малоуглового приближения, straight line
approximation (SLA – приближения). Показана высокая точность описания
процесса с помощью модифицированного малоуглового приближения,
который, в отличие от ОКГ методики, обладает способностью раздельного
определения интенсивностей пиков, сформированных в процессе
отражения электронов от различных компонент мишени.
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Рис.5. Угловые распределения электронов, упруго отраженных от O, к
электронам, упруго отраженным от Hf. Начальная энергия – 5 кэВ;
нормальное падение; угол визирования – 145 град.


